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метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на импульсные, смесительные и умножительные 
диоды СВЧ.

Стандарт устанавливает два метода измерения эффективного времени жизни неравновесных 
носителей заряда:

- метод 1 — для импульсных и смесительных диодоп СВЧ;
- метод 2 — для импульсных диодов с накоплением заряда и умножительных диодов СВЧ. 
Общие условия при измерении должны соответствовать требованиям ГОСТ 18986.0—74,

ГОСТ 19656.0—74 и настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. Ле 1).

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕРАВНОВЕСНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ДНЯ ИМПУЛЬСНЫХ И СМЕСИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ СВЧ

1.1. Принцип, условия и режим измерений
1.1.1. Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда г определяют по отноше­

нию значения выброса обратного тока Г а&рМ к амплитуде полуволны прямого тока /npU при 
переключении измеряемого диода высокочастотным синусоидальным напряжением. Осциллограм­
ма тока в цепи диода приведена на черт. 1.
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ОСЦИЛЛОГРАММА И ПАРАМЕТРЫ. ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОЦЕСС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

1ирМ — прям ой  ток: / ' и6рМ — вы брос o6p.ii кого  тока

Чсрг. I

1.1.2. Частота измерения/должна соответствовать установленной в стандартах или техничес­
ких условиях на диоды конкретных типов.

1.1.3. Амплитуду прямого тока диода выбирают из условия

5  * Aip.cp >
где /пр ср — средний прямой ток диода, установленный в стандартах или технических условиях на 

диоды конкретных лшов. мА.

Измерения следует проводить при условии " =■ (0,1 -  0,3).
'iip.W

Для диодов с эффективным временем жизни неравновесных носителей заряда Сф£0,1нс 

допускается проводить измерения при условии 1 "°г>/ = 0,02.
'npU

1.2. Аппаратура
1.2.1. Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда следует измерять на уста­

новке, схема которой приведена на черт. 2.

G  — ген ератор  сигнала; Е  — тр о й н и к : W V I, W V 2, W V S  — ф нксиропам ны с аттеню аторы .
VO — иа.меряемый ан од ; V  — адаптер . Г  — стр обоскоп и чески й  оспнд.тограф  (и ди  бсаосиилло- 

граф ический  иам еритель  ам плитуд п р и м о ю  и обратного  тока)

Черт. 2

Допускается при измерении применять дополнительные элементы и узлы высокочастотного 
тракта для компенсации емкостной составляющей обратного тока диода.
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1.2.2. Генератор G должен иметь частоту и амплитуду синусоидального напряжения в соответ­
ствии с пп. 1.1.2, 1.1.3.

1.2.3. Элементы установки EJVL4, WU2, WU3 не должны искажать формы синусоидального 
напряжения генератора.

1.2.4. Аттенюаторы WUJ, \VU2. IVl/J должны ослаблять сигнал на 10+ 20 дБ.
Коэффициент стоячей волны аттенюаторов не должен превышать 1,5.
1.2.5. Измерительный адаптер (/должен удовлетворять следующим требованиям:
- волновое сопротивление адаптера i '  — 50 Ом;
- емкость адаптера между точками подключения измеряемого диода должна быть такой, чтобы 

на частоте измерения при подаче на диод прямого тока заданного значения после извлечения диода 
из адаптера амшнггуда сигнала, наблюдаемого на экране осциллографа, не превышала 0,05 /пр.

1.2.6. Электрическая длина линии / между точками подключения диода и адаптера должна 
быть такой, чтобы время задержки распространения электрического сигнала /, по ней удовлетворяла
условию 1} < - у - .

1.2.7. Эффективная полоса частот пропускания осциллографа должна быть не ниже 0.31
U  *

1.3. Проведение измерений
1.3.1. Напряжение сигнала с генератора G  через развязывающий аттенюатор W U I  подают на 

вход измерительного ал ап те pa (Л в котором установлен измеряемый диод. Далее сигнал через 
аттенюатор W V 2  поступает на вход вертикальной развертки осциллографа Р. Осциллограф должен 
работать в режиме синхронизации с сигналом генератора G.

1.3.2. Регулируя коэффициент усиления осциллографа таким образом, чтобы амплитуда полу­
волны прямого тока /прМ занимала не менее 0.5 рабочей части экрана (4 — 5 см), определяют в 
делениях шкалы экрана амплитуду прямого тока /npJi и значение выброса обратного гока / ' о0р,м

1.4. Обработка результатов
1.4.1. Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда рассчитывают по формуле

О)

где

« — I  М ,
Aip и

/  — частота переменного напряжения, при которой проводят измерение. 
При а  = 0,2 формула (1) может быть упрощена

'аф
а

2 х / ‘
( 2 )

1.5. Показатели точности измерений
1.5.1. Погрешность измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда 

Гф должна быть в пределах ± (0.25 + ) 100 % с доверительной вероятностью 0,99.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕРАВНОВЕСНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ДИОДОВ С НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДА 

И УМНОЖИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ СВЧ

2.1. Принцип, условия и режим измерений
2.1.1. Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда определяют косвенно по 

значению заряда восстановления диода, измеренному методом по ГОСТ 18986.6—73.
2.1.2. Прямой ток, при котором проводят измерение заряда восстановления (?иос, должен 

соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.
2.1.3. Амплитуду импульса обратного движения ^о0рМ должны выбирать из условия
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^ с Л р А Ю ^ 1 р Л / ^ « и » + ^ п р 1 + 2 ^ п р 2 '

где /lipW — амплитуда прямого тока;
Ruuyi — выходное сопротивление генераторов импульсов обратного напряжения;
£/пр| — прямое падение напряжения на измеряемом диоде, указанное в стандартах или техни­

ческих условиях на диоды конкретных типов, при протекании через него прямого тока; 
U„pl — прямое падение напряжения на разделительных диодах, определяемое по 

ГОСТ 18986.6-73 (» 0,7 В).
2.1.4. Длительность импульса обратного напряжения должна быть не менее

*
где />ф — эффективное время жизни неравновесных носителей заряда;

/„. — прямой ток.
2.1.5. Время нарастания импульса обратного напряжения между уровнями 0.1 и 0,9 должно 

быть /ф <. 0.1 /ф .
2.2. Аппаратура
2.2.1. Измерения следует проводить на установке, структурная схема которой и требования к 

элементам соответствуют указанным в разд. 2 ГОСТ 18986.6—73.
2.3. Проведение измерений и обработка результатов
2.3.1. Измеряют заряд восстановления Qunc при заданных значениях прямого тока и обратного 

напряжения.
2.3.2. Измеряют емкостную составляющую заряда восстановления при прямом токе, равном 

нулю.
2.3.3. Эффективное время жизни неравновесных носителей заряда t>b определяют по формуле

где — измеренное значение заряда восстановления;
(7 — значение емкостной составляющей заряда восстановления; 
/пр — прямой ток.
Если £>. <, 0,015 Qtot, то (7( при измерениях не учитывают.
2.4. Показатели точности измерений
2.4.1. Погрешность измерения должна быть в пределах

,0.5,50 О  "с

с доверительной вероятностью 0,99.
Разд. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
Разд. 3. (Исключен, Изм. №  1).
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